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PbTep92Se008 EPITAKSIAL TOBOQOLORININ BOYUMO XUSUSIYYOTLORI
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370141, Baki, F. Agayev kii¢., 555-ci kvartal

Parametrlori fotohassas elementler hazirlamagq ii¢iin yararh olan PbTeo,9:Se0,08 epitaksial tobaqesinin milkemmelliyi kondensasi-
ya siiretinden asilidir. Tebeqenin elektrofiziki parametrlorinin kompensasiya edici menbenin temperaturundan (Tre) asililif1 dyro-
nilmig ve gosterilmisdir ki, Tre-un artmas: ile yiikdagiyicilarin sixhir (n) kigilir, yiiriikliyi () ise artir.

Son dovrlerde elmi edebiyyatda AivBvi birlesmeleri ve
onlarin berk mehlullari esasinda izoperiodik quruluga
malik heteroke¢idlerin alinmasina xiisusi ehemiyyaet verilir
[1-4]. Bu meselonin helli ii¢iin ticqat, dérdqat (PbSnTe,
PbTeSe, PbSSe, PbSnTeSe vo b.) berk mehlullarin tetbiqi
zoruridir vo onlar esasinda izoperiodik heterokecidler,
¢oxlaylt strukturlar alinmasi1 boyilk elmi ve praktiki
shemiyyet kesb edir.

Hazirki isin meqsedi p-Pbo,sSno,2Te-n-PbTes 9:S¢0,08 ke-
¢idinin ikinci terefi olan n-PbTeo9:Se0,08 bark mehlulunun
yikksek kristallik mikemmelliye ve elektrofiziki pa-
rametrlore malik epitaksial tebegelerin bdyiime xiisusiy-
yetlerini todqiq etmekden ibaretdir.

Maeselenin bu ciir qoyulusu, epitaksial tebegslerin
kristallik qurulusunun ve elektrofiziki xasselerinin hetero-
kecidlerin parametrlorine bdyiik te'siri ile elagedardir.

Qalinlig1 1-3 mkm olan PbTeo9Seo0s epitaksial tebe-
gelerin qaliq tezyigi 2-10¢ Torr olan universal vakuum
qurgusunda molekulyar destelerin kondensasiyasi isulu
ile boyidiilmiisdiir. Tebeqelerde yiikdastyicilarin konsen-
trasiyasi kompensasiya edici Te buxarlani menbeyinin
temperaturu ile tenzimlenmigdir. Altliq kimi KCl mono-
kristallarindan istifade olunmugdur. Buxarlandirma, qra-
fitden ve kvarsdan hazirlanmig Knudsen oyuglarindan
apanilmigdir. Menbe kimi evvelceden sintez olunmug ve
kicik hisselore xirdalanmig (xetti olglilori <1,8 mm)
PbTeo,9:Se0,08 bork mehlulundan ve xiisusi texnologiya [5]
ile temizlenmis Te-dan istifade olunmugdur.

PbTeo2Seo0s epitaksial tobogelerini tedqiq etmek
tigiin KCI althg: iizerinde miixtalif seraitlerde ¢okdiiriil-
mii§ niimunelerden istifade olunmugdur. KCl althg: epi-
taksial tobeqe ¢okdiirilmemisden evvel p=2-10- Torr va-
kuumda 400°C-de qusamiiddetli (10 deq.) termiki e'mala
mo'ruz qalmigdir. Bundan sonra temperatur 380°C-ye en-
dirilmis ve epitaksial tebegenin ¢okdiiriilmesi prosesi apa-
rilmigdir. Althgin gebul edilmis 380°C temperaturu tecrii-
bi iisulla tapilmg ve epitaksial tebeqgalerin gokdiirilmesi
tiglin en optimal giymetdir.

Lazimi elektrofiziki parametrierin slde olunmas iigiin
yiiksek kristallik miikommelliye malik epitaksial tebeqe-
lerin ahnmas1 en mithiim sertlerden biridir. Bunun iigiin
kristallik milkkemmelliyin yiikseldilmesini te'min eden
sortlorden sayilan epitaksial tebegelerin alinmasinin opti-
mal siir'etinin se¢ilmesi mithiim shemiyyat kesb edir.

Epitaksial tebeqgelerin kristallik miikemmeslliyinin
onun ¢6kdiiriilme siir'etinden asihlifi DRON-3 rentgen-
difraktometrinde alinmig difraksiya eyrilerinin 1/2 hiin-
diirliiyiindeki enini (W;,,) tedqiq etmekle Gyrenilmigdir.
Belo ki, sok.1-den goriindiiyii kimi menbenin temperatu-
runun (T, azalmas1 ile (bu eyni zamanda ¢okdiirme
siir'stinin (6,) azalmas1 demokdir) W,,, ededinin giymsati
azalr ve T,=730°C-de (G,=8A4/san) W1/2=776“minimum

giymetini alir. Cokdiirme siir'etinin sonraki azalmasi ile
W, />-nin bdyilimesi miisahide olunur.
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Sok. 1. W;/»-in menbenin temperaturundan asililig1.

s

B)
Sek. 2. Epitaksial tobagelerin elektronmikroskopik gori-
niisii. A) 6c=145A/san. (x15000); B) 8,=8A/san.
(x15000).
Almmig neticelerden bele gerara gelmek olar ki, en
yiiksok milkemmelliye malik epitaksial tebegeler ¢okdiir-
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me siir'stinin 6,=8A/san giymetinde alinir. Bu netice zii-  edilmigdir. Epitaksial tebeqelerin boyiimesi zamam
nii elektronmikroskopik tedqiqatlarda da gosterir. Belo kompensasiya edici Te menbeyinin temperaturunu ten-
ki, MRGM-100 elektron mikroskopunda ¢ekilmis sekil- ~zimlemekle artiq Pb atomlar kompensasiya olunur. Tem-
lerden goriindiiyii kimi boyiik ¢okdiirme siir'etlerinde mii- peraturun artmasi ile sistemde istirak eden slave Te-un
sahide olunan elave fazanin miqdan siir'stin azalmas: ile miqdarn artir ve bdyiimekde olan epitaksial tebeqade n-
azalr ve alinmig tebegelorin sethinin hamarlign artir tip yiikdasiyicilarin miqdari azalmaga baglayir. Belo ki,
(Sek.2). Cokdiirme siir'stinin daha kigik qiymetlerinde ise  kompensasiya edici Te menbeyinin temperaturu 200°C-
ayn-ayr kristallik bloklarin yaranmasi miisahide olunur. den 250°C-ye qeder artirdigda yiikdagiyialanin kon-

_ Alinmug tebeqelerin elektrofiziki xﬁsusiyyefle.).rin"in"ted- sentrasiyast N (n)=3,510" sur*-den 0,6-10!7 sm-3-e qeder, yii-
qiqi gosterir “kl, "ox.}larm )f}ll'(dgsxylcﬂarmm yuruklu.yllx Qa rikliyii iso 4 (n)=0,9-1104 sm¥V san-den 1,2-1,4-104 smV
tabi)rgamn .lc;okdurulma slur eltcl_ndeq' asilidur ve ST oln  gan-ya geder deyisir. Alinmis PbTeo,02Seo08 tobeqelerinin
azalmasi ile artir. Belo KL cokdurulmei suretinin o, o metrlori, fotohessas p-n heterokegidlorin alinmasi
6,=145A/san giymetinde yiikdagiyicilarin yiiriikliyiiniin iigiin yararhdir. Hemginin qeyd etmeliyik ki, bu qeder
#=4644 sm?/V san oldugu halda 6,=8A/san siir'etinde yiiksokkristallik -~ mikemmelliye ve elektrofiziki

1=9624 sm?/V san olur. parametrlere malik tebeqe KCIl dielektrik monokristal
Yiiksok fotohessashifa malik fotoelementlorin alinmasi1  izerinde ahnmigdar.
figlin istifade olunan tebegelere qoyulan teleblerden biri Yuxanda deyilenlerden bagqa, alinmig tebeqelerin

de onlarin yiikdagiyicilarinin  konsentrasiyasinin  qiy- miihiim xiisusiyyeti onlarin sethinin giizgii parlaghgna
metidir ki, bu da N(n)=0,5-1.10"7 sm- intervalinda olma- malik olmasidir ki, bu da hamin tebegelerde fotoelement
lidir. Lakin evvelki tecriibelerden goriindiiyii kimi epitak- ma'trisam hazirlanmasinda planar texnologiyanin tetbigqi-
sial tobeqelerin miikemmelliyine baxmayaraq, onlarda ne imkan verir. . .
yiikdagtyicilarin konsentrasiyasi 3-5-1017 sm-3 intervalinda Tocriibeleri yekunlagdiraraq bele bir neticeye gelmek
olur. olar ki, lazimi miikemmelliye ve elektrofiziki parametrlere
Epitaksial tebeqelerde yiikdagiyicilarm konsentrasiya- ~malik PbTeoSeo0s epitaksial toboqeleri althgn tempe-
stn1 lazimi hedde ¢atdirmaq tigiin onlarin bdyiimesi prose- raturunun 380°C, ¢okdiirme siir'stinin 8A/san ve kom-
sinde elave kompensasiya edici Te menbeyinden istifade pensasiya edici Te menbeyinin 240°C giymetinde alinir.

[1]1 A.LL Mexmues, M.H. Huxonaes, &.3. ®apadces, Superlattice and thin films Simp., Boston, Dec. 1-6,
I'A. I'ananoapos, T.H. Anues. OTII, 1986, 1. 20, Ne 8, 1986, Pishburgh (Pa) 1987, p. 199-204.
c.1388-1391. [4] HP. Hypues, P.H Habues, 3.4. Axmedos. Baky,
[2} Mochizuki Katsum, Iwata Hirokazu, Isshiki Minoru. "®u3uka-93", 1993, c.95.
J. Cryst. Growth., 1991, v.115, n.1-4, p.687-691. [5] U P. Hypues, P.H. Habues, P.A. Ba6aes. YCTpOiCTBO
[3]1 L.Salamanca-Yung D.L.PartinJ. Heremans, E.M. Dres- VIS TEPMHYECKOrO HanbUIEHHA IUICHOK H Crocob u3ro-
selhous. High resolution transmission electron microsco- TOBJIeRUA ucnapuTena. ABT. cBug. CCCP, Ne 1478658,
py of PbTe/Pb,Eu,Se,Te,., heterostructures. Interfaces, 1987.

P.H. Ha6ues, .P. Hypues, C.C. ®ap3aaues, M.H. AGayanaes
OCOBEHHOCTH POCTA 3ITUTAKCHAJIbHBIX IIVIEHOK PbTegg,Seq 05

Paspa6oTaHa TeXHONOTHA NOMYHYEHHUA IMHTAKCHANBHBIX MICHOK PbTeg2S€00s € MapaMeTpamu, NPHroOAHEIMH JUIS W3TOTOBIEHUA HA WX
OCHOBE (JOTOUYBCTBHTENEHEIX dieMeHTOB. TlokasaHo, 4To cTeneHs COBEpUICHCTRA MIeHOK PbTey 5,Sey 03 3aBUCHT OT CKOPOCTH KOHAEHCALIMH.
HzyueHa 3aBHCHMOCTB 31EKTPO(GHIHIECKHX MAapaMeTPOB MNEHOK OT TEMIIEPATYPhI KOMNEHCHPYIOIIEro uCTO4YHUKA napoB Temnypa (Tre) u
NOKa3aHo, YTO C yBeaHueHHeM T, KOHUEHTpauus HocHTenel 3apsaja (1) YMEHBIIAETCS, 2 HX MOABHKHOCTH BO3PACTAET.

R.N. Nabiyev, H.R. Nuriyev, S.S. Farzaliyev, M.I. Abdullayev
GROWTH PECULIARITIES OF PbTe,Seq 0 EPITAXIAL FILMS
The technology of epitaxial films production with parameters suitable for preparation on its basis of photosensitive elements are
presented in this paper.
It is shown that the degree of perfection of PbTeg ;Se g5 films depends on the condensation speed.
The dependence of electrophysical parameters of films on temperature of compensating sours of Te vapors have been tested and shown

that concentration of carrier (n) decreases and their mobility increases at the increasing of Tr,.
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